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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(§) Gasphasen-Epitaxieverfahren und Vorrichtung zu seiner Durchfuhrung 

Die Erfindung betrifft ein Gasphasen-Epitaxieverfahren, 
bei dem die Halbleiterscheiben wahrend der Abscheidung in 
Rotation versetzt werden. Die Erfindung besteht darin, daB 
derTragerkorper fur die Halbleiterscheiben durch einen ge- 
richteten Gasstrahl in Drehung versetzt wird. Ferner wird der 
Tragerkorper selbst vorzugsweise auf einem Gaslager 
schwebend gehalten. 
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Patentansprtiche Beschreibung 

1. Gasphasen-Epitaxieverfahren, bei dem die Halb- Bei der Gasphasen-Epitaxie. insbesondere bei der 
leitersdieiben wahrend der Abscheidung gedreht epitaktischen Beschichtung von Halble.tersche.ben tritt 
werden.dadurchgekennzeichnet,daBder Trager- s das Problem auf, daB zur Erzielung e.^r g tachmaBigen 
koroer (7- 17) fur die Halbleiterscheiben (19) durch Schichtdicke das zu beschichtende Substrat im Gas- 
men geicheten Gasstrahl in Drehung versetzt strom innerhalb des Reaktors bewegt werden muB Da 
B die Epitaxie selbst in einer hochreinen Atmosphare 

2 Gasphasen-Epitaxieverfahren nach Anspruch 1. durchgefuhrt werden muB, wird dies bislang mit einer 
dadurch gekennzeichnet, daB der Tragerkorper (7. io sehr aufwendigen Technik durchgefuhrt, mdem insbe- 
17) auf einem Gaslager schwebend gehalten wird sondere Drehdurchfiihrungen in den Reaktor eingebaut 
und daB der Tragerkorper gleichzeitig durch einen werden. Die Drehung des Substrattellers, auf dem die zu 
auf seinen Rand (7a) gerichteten Gasstrahl in Dre- beschichtenden Halbleiterscheiben angeordnet sind, 
hung versetzt wird wird folglich fiber eine besonders abgedichtete Durch- 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- is fOhrung oder auch uber gekapselte Magnetkopfe vor- 
kennzeichnet. daB der Tragerkorper (7. 17) durch genommen. ferner wurde bereits vorgeschlagen (Elec- 

5 mSi (5 11, 15) austretendes Gas angehoben ironies Week. 4. Marz 1985, Seite 24), die zu beschich- 
und durch einen weiteren Gasstrom, der ausminde- tenden Substrate auf einem Gaspolster schwebend zu 
stens einer tangential angeordneten Duse (6,6a, 14) lagern, wobei dieses Gas selbst aus dem Abscheidungs- 
austrittin Rotation versetzt wird. 20 gas ibzw. aus idem Tragergas besteht. Hierzu werden die 
4 Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- Substrate fiber Diisen so stark mit dem Abscheidungs- 
kennzeichnet. daB der Tragerkorper unter Ausnut- gas bzw. dem Tragergas angestrahlt. daB sie von der 
zuSgdes hyd odynamischen Paradoxon schwebend Grundlage abheben und wahrend des Abscheidungs- 
eehalten wird prozesses berilhrungslos durch den Gasdruck gehaltert 
5. Verfahren nach einem der vorangehenden An- 25 werden. Es hat sich jedoch gezeigt, daB auch dieses 
spruche, dadurch gekennzeichnet. daB der Trager- Abscheidungsverfahren nicht zu optimalen Verhdltms- 
korper (17) gleichzeitig urn zwei zueinander senk- senfuhrt 

rechtstehendeAchsen rotiert Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, em 

6 Vorrichtung zur Durchfuhrung des Verfahrens Verfahren und die zu seiner Durchfuhrung erforderliche 
nach einem der vorangehenden Anspruche, da- 30 Vorrichtung anzugeben mit dem hochqi,al.tat.ve und 
durch gekennzeichnet. daB der Tragerkorper (17) gleichmaBige Epitaxiesch.chten erzeugt ^ werden ton- 
aus einem Rotationskorper mit zwei einander ge- nen. Diese Aufgabe wird be. einem Gasphasen-Epita- 
genuberliegenden parallelen Aufnahmeflachen xieverfahren. be, dem die Halble.tersch eiben wihrend 
(18a. 18Z>) fur die Halbleiterscheiben (19) besteht, der Abscheidung bewegt werden, dadurch gelost, daB 
daB zur Fiihrung der gewdlbten AuBenflachen (21) 35 der Tragerkorper fur die Halbleiterscheiben , durch ei- 
des Tragerkorpers (17) eine mit Dusenoffnungen nen gerichteten Gasstrahl in Drehung versetzt wird. 
(14. 15) versehene Kalotte (13) vorhanden ist, wobei Hierbei ist es vorteilhaft, wenn der T Jg e rkorper fur 
wenigstens eine Duse (14) die Rotation des Trager- die Halbleiterscheiben gleichzeitig auf emem Gaslager 
korpers (17) verursacht und weitere Diisen (15) schwebend gehalten wird, wobei die die Drehung des 
zum Anheben des Rotationskorpers (17) vorgese- 40 TragerkSrpers verursachende Duse vorzugswe.se tan- 
hen sind gential auf den Rand des Tragerkorpers einwirkt. Zur 

7. Vorrichtung nach Anspruch 5. dadurch gekenn- Gaslagerung des Tragerkorpers kann einmal die an sich 
zeichnet, daB in der Kalotte (13) Diisen (14, 15) so bekannte Abhebemethode yerwendet werden. Es be- 
angeordna sind. daB sich der Rotationskorper so- steht jedoch auch die Moglichkeit, das hydrodynami- 
wohl urn seine Rotationsachse als auch urn eine 45 sche Paradoxon auszunutzen. „„„ OI ,„ ton 
hierzusenkrechtstehendeAchsedreht Eine Vorrichtung zur Durchfuhrung des genannten 

8. Vorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch Gasphasen-Epitaxieverfahrens ^besteht vorzugsweise 
gekennzeichnet. daB der Rotationskdrper aus einer aus einem Rotationskorper als Trage rkdrper n ™t zwei 
punktsymmetrischen Kugelschicht besteht und daB einander gegenuberhegenden P^!»>"^ e " a ; 
Hi P Kalotte eine Kueelkalotte ist. so chen fur die zu beschichtenden Halbleiterscheiben. Zur 
fvSS^Sd^^l^An. ^ungdergewolbten^ 

spruche. dadurch gekennzeichnet. daB der Rota- wird eine an die gewolbte AuBenflache des Tn^jtor- 
rinmkfener aus GrLhit besteht. pers angepaBte Kalotte verwendet, in deren Oberflache 

T^lZ e S^Tlr vorangehenden Sie Aus*i?ts6ff nungen ffirdas Gas angeordnet s.nd.Da- 
Anspruche. dadurch gekennzeichnet, daB im Zen- 55 bei ist wenigstens eineDUse so angeordnet, daB s^h de 
trum der Kalottenflache (13) ein Fuhrungsstift (16) Rotationskdrper urn seine AAse ™ 
aneeordnet ist der in eine Nut (20) in der gewdlb- durch die flbr.gen Dusen uber die Kalottenflache ange- 
?en Auln^ "°>> en wirA B 1 dem Rotationskorper kann s s«h un, 

Sift undTesen Ro ationskorperfuhrt. eine Kugelschicht oder urn erne Elhpsoidschicht han- 

f\ Vorrich iSig ^zur Durchfuhrung des Verfahrens 60 deln. Bei der Kalotte handelt es sich dementsprechend 
nach e nem def Ansprfiche 1 - 5, dadurch gekenn- urn eine Kugelkalotte oder urn eine Kalotte m,t konka- 
zeichne" daB de ^SgerlSrper (7) aus einer Kreis- ver, ellipsoider Oberflache. Die Dusen kbnnen auch so 
SShSSiS unter d P ieser Kreisscheibe (7) angeordnet werden. daB sich der R^nsko^r urn 
DQsenoffnungen (5) angeordnet sind, durch die die zwei senkrecht zueinander stehende ^ctaen dreh^ wo- 



• bets asss^t^ un°d n fasE s^-* wi ; d durch - k °<— 

bei Schnittdarstellungen durch einen GasreXor ind SSL? v ° n , u " te n hmdurchgefQhrt, verteilt sich im 
durch die Vorrichtuni zur iXiJdMTrtSSiS n!S^S Kalo " e «korpers 12 und tritt dann durch die 
fOr zu beschichtendf Halbleiterscheiben D?e R e I - KtoF"! - — f. Zm * rKlta - 

ze^ ineinerperspektivischenAnSei ' ^^^S^SSSlST^ 16 "T' 

schichtausgebildetenTragerkoraer 1-iT ™ Kalottenflache hmausragt und in 

Tragerkorper 7 angeordnet der durTdTau,tritnHp , dunne , E P I axieschichten in der GroBenordnung von 10 

Gas angehoben wfrd. ^tSSS^^SSS^ SSMS^ 8 ? S * hich A td ' cke auf ******* Sub- 

zugsweise einen Randflansch 24 auf der den THrafcfr Hun ^ -n abaischaden. AuBerdem ist mit der erfin- 

per 7 umfaBt und 5 omit lE «£ta!2BK SS'" Vo ™ htun ,g * *ehr rascher Gaswech- 

rutiaTd^ ? USt3nd . in Sei " er i^S£S B,U '« dQnner ^ichtenfCgen 

AuBenrand 7a des Tragerkorpers 7 ist eine weitere Du- 25 ««« cl uung ist. 

se 6 genchtet Der aus ihr austretende Gasstrom trifft 

tangential so auf den AuBenrand 7a des Tragerkorpers 7 

auf, daB der praktisch reibungslos auf dem Gaspolster 

gehalterte Tragerkfirper in Rotation urn seine Rota- 

tionsachse versetzt wird. Das Halterungssystem besteht 30 
beispielsweise aus GraphiL 

Bei der Anordnung nach der Fig. 2 wird der Trager- 
korper 7 durch Adhasion festgehalten, wobei das hydro- 

dynamische Paradoxon nach Bernoulli ausgenutzt wird 

Das Gas tntt wiederum durch den Fuhrungskanal 3 in 35 

der Reaktorwand in das Halterungssystem 4 ein und 

stromt durch einen Kanal 11 radial an der Flache des 

Tragerkorpers 7 nach auBen ab. Dadurch wird der Tra- 
gerkorper 7 schwebend gehaltert und gleichzeitig iiber 

erne seuhch auf den Rand des Tragerkdrpers einwirken- 40 

de Duse 6a in Rotation versetzt. Der Tragerkorper 7 

wird wiederum durch einen Flansch 10 am Korper 4 

seithch begrenzt, so daB er seine Rotationsachse wah- 

rend der Drehung beibehalt. 
Ein anderer Aufbau fur das Halterungssystem ereibt 45 

sich aus der Fig. 3. Der Tragerkorper 17 besteht aus 

einem punktsymmetrischen Rotationskorper mit einer 

gewolbten AuBenflache 21 und zwei ebenen, parallel 

zueinander angeordnete AuBenflachen 18a und 18£, auf 

die die Halbleiterscheiben 19 aufgebracht werden. Hier- 50 

bei kann erne einzelne Halbleiterscheibe oder mehrere 

Halbleiterscheiben an den genannten Flachen befestiet 
werden. Der Rotationskorper 17 kann eine Kugel- 
scnicht oder eine Ellipsoidschicht sein. Die gewolbte 
AuBenflache des Rotationskorpers 17 wird in einer ent- 55 
sprechenden Kalotte 13 gefuhrt, die als Kugelkalotte _ 
oder als Elhpsoidkalotte ausgebildet ist. In der konka- 
ven Kalottenflache sind die Dusenaustrittsoffnungen 
angeordnet, wobei die DOsenoffnungen 15 fiir die Anhe- 
bung des Rotationskorpers und damit fOr die Gaslage- eo 
rung dieses KOrpers sorgen, wahrend eine Offnung 14 
die Rotation des Korpers urn seine Rotationsachse be- 
wirict. Diese Diise 14 kann auch so angeordnet werden. 
daB sich der Rotationskorper 17 gleichzeitig urn die 

SSi 6 .? F u T e d ^ ht> - so daB die zu beschichtenden 6 s 
Halbleiterscheiben 19 optimal im Gasstrom standig ihre . 
Lage verSndern. 6 

Das Gas zur Anhebuhg des Rotationskorpers und zu 
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